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‘Schliissel-Nr. ELN: 13782141 ' ME: Stiick (076)
Hersteller: CSSR o . i )

- Transistor KD 501—KD 503

Si-npn-Leistungstransistor N .
: . Mafbild s. S. 137 82/0.7/36
- Erzeugnisstandard: TGL RGW 626 ‘ Kennlinien s. S. 137 82/1.4/6...11

Preisbildung: PAO Nr. 382

RBilanzorgan: : © HFO
Ubergeordnetes Organ: KME
Entwicklungsstelle: s

Importeur: AHB EEI
Lieferquelle: HFO, AEB, MBH

Bezugseinschriankung: ) o
Garantie: i 1t. vertraglicher Vereinbarung

Standards iiber

" Einsatzbedingungen:

Internationale Standards

und Empfehlungen: )
Grundlagenstandards: -

ZAK-Nr. Typ
137482 14 106 ...... . Kollektor-Emitter-Spannung

010000 : KD 501 ‘Uceo =40V
020006 KD 502 . Uceo =60V
030001 KD 503 ] Uceo 280V

Bezeichnungsbeispiel: 4
Silizium-npn-Leistungstransistor vom Typ KD 502

ZAK-Nummer: 137 82 14 106 020006
ZAK-Bezeichnung: TRANSISTOR KD 502 — TGL RGW 626

30. 06. 85/HFO 2/86 137 82/1.4/1




* KD 501~KD 503
Technische Cl;arakteristik

Verwendung ’
‘Si-npn-Leistungstransistor fiir NF-Endstufen hoherer Lelstung, lineare Rege-
Iungen und stabilisierte Spannungsquellen

Masse: max.25g s
- Al

Geometrische Abmessungen (Mabild, Bauform): s.S. 137 82/0.7/36
Kennzeichnung: s.S. 137 82/0.7/32.. 34

Konstruktiver Aufbau: )
Si-Mesa-Epitaxiebasis-npn-Transistor, metallverkappt -
~ Kollektor am Gehiuse e
" Lieferform: unterschiedlich verpackt
‘ Einbaulage: beliebig
PN

_ 30. 06. 83/HFO ' 2/86 137 82/1.4/2.




, 4 KD 501-KD 503
Elektrische uﬂ}l thermische Kenngriiﬁeh :

Grei:zwefte (9c = 25 °C)

KD501 . KD 502 KD 503

Kollektor-Emitter-Spannung Ucer " 50 70 90 Vv
bet Ree = 47 2 ) .

Kollektor-Emitter-Spannung ~ Ucso 40 60 80. -V
Emitter-Basis-Spannung Ueso 5° v
Kollektorstrom Ic 20 A
Kollektorimpulsstrom Iew - 30 A
Basisstrom In _ 7 A
Gesamtverlustleistung?) Peoc . 150 w
Sperrschichttemperatur -y . 155 °C

’

Statische Kennwerte bei #; = 25 °C - j v

min. = typ?) = max. Einheit

’

Kollektor-Basis-Reststrom Icso v ' )

beiUcs =40V KD 501 o : 0,5 mA.

bei Ucsa =60V KD 502 o 0,5 mA

bei Ucs =80V KD 503 0,5 ' mA

Kollektor-Emitter-Reststrom  Icen ‘

bei Uce =50V _

bei Ree == 47 .02 KD501 . 10 mA

bei Uce =70V ‘ :

bei Rse = 47 KD 502 10 mA

beiUce =90V . . . .

bei Ree = 47 .Q KD 503 ‘ 10 mA

‘Kollektor-Emitter-Spannung Uceo

bei I¢ = 0,2 A KD 501 40 VvV

KD 502 © 60 . : v

.KD503 ) 80 v

,

30. 06. 85/HFO - ~ 2/86 137 82/1.4/3




KD 501-KD 503

min.  typ.)) max. Einheit

Kollektor-Emitter-

Sittigungssspannung - Uctsae :
beilc=15A,Is=15A ] fiir 1,5V
beilc=10A,Is=10A ¢ alle 0,75 V
beilc=20A,Is=4,0A J Typen . 20 V
Basis-Emitter- ) .
Sittigungsspannung . Usesat :
beile=10A,Is=1A } fiir alle 17 Vv
beilc=20A,ls=4A Typen 25 V
Gleidxstrorhverstéirkmng ‘ hote ,
beilc= 1A, Uce=2V ] fiir 40
beilc=15A, Uce =2V - alle 15
beilc =20A,Uce=2V _ Typen 5
Emitter-Basis-Reststrom Ieso k - 10 mA
bei Ueso = 5 V fiir alle Typen :
Dynamische Kennwerte
Transitfrequenz fr 2,0 -
beilc=1A,Uce=10V

f=1MHz i
Schaltzeiten
Einschaltzeit ~ton 0,8 ’ us
bei Uce =40V '

Ie=10A

Is=-41A
Ausschaltzeit ton 1,8 us
bei Uce =40V .

Ie=10A

“Is=+1A

Y Anwendung der MeBverfahren nach TGL

3 Die angegebenen typischen Werte stellen MeBwerte dar, die chargenbe-
dingt verinderlich sind.

9 ImpulsmiBige Messung \
4 siehe MefBschaltung fiir Schaltzeiten

5) Bei Uce = 30 V; ¢c=100°C; PC=65W ist die Moglichkeit des zweiten
Durchbruchs ausgeschlossen.
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KD 501 — KD 503

Thermische Kennwerte

Betriebstemperaturbereich ¢a = —40...125°C

.

w

Wirmewiderstand bei Uce < 30 V. Renic < 0,866

30. 06. 85/HFO 2/86 137 82/1.4/5




KD 501 — KD 503

zuléssi;’%r Arbeitsberei'ch des Transistors KD 501

' EX
f,') "] w
Y g_ 8 o
bu ) // ol =1 < ,
< U
% " a
= @ A)
>
| A
7 e
vl -
w
8 2 (=3 ~ ~ - S "
o< ‘
2uléssiger Arbeitsbereich ‘des Transistors KD 502
. 8>
o o
Y o / o 8 0
~ & D
' Y /A
» e T = 5 t
N /‘
L & /4 o
Y )
. &
4 2
<
w
/
8 R gee v o« - 3

$0. 06. 85/HFO ’ Y

137 82/1.4/6




) ) - » N
Kennlinien ,

KD 501 — KD 503

zulissiger Arbeitsbereich des Transistors KD 503

0 200
(°c)

Ve

160

140

N

N
100

80

60

40

n

(%)
120
10
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

>
tot

Abhingigkeit der zuléssigen Verlustleistung von der Gehiusetemperatur

T -

+— 8=
8] o/ d 2 -1 w
& &Y 7 Z a 8 ¥
. A LA o

1

ﬁ, \71,/’4/// N T

Za

P&

Q>

7

NN
£
o
AN
2

6 810

0!

©dq

N

30. 06. 85/HF U ’ 2/86 L 137-82/1.4/7




Kennlinien

KD 501—KD 503

Uce = [ (Ree); Ie < 10 mA, #c = 25°C

Ueg
(v)
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Une EVI
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Kennlinien

KD 501—KD 503
Ic=1 (Uee); Uce=2V - Leso =1 (¥)
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Kennlinien

KD 501—KD 503
ty =1 (Ie); Uce =10V . B=£f(ld),Uce=2V
. Pe=25°C '
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KD 501—KD 503

30. 06. 85/HFOQ ' 286 11 821402




